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 چکیدٌ
ی ضیطِ اًجبم ی ًبصن ایجبد ضذُ ثشسٍی صیشلایِثشسسی ثشسٍی پبساهتشّبی فطبس ػولیبتی ٍ تَاى فشایٌذ وٌذٍپبش فلض هَلیجذًیَم ثشسٍی همبٍهت لایِ

ای، دس هحیظ ّبی سیلیىبًی اص پیص سبختِ ضذُ عی فشایٌذی چٌذ هشحلِی ًبًًََنیي ضذُ اًذ.  آسایِگشفتِ ٍ همذاس هٌبست پبساهتشّبی لایِ ًطبًی تؼی

ای اص فلض هَلیجذًیَم ثِ سٍش وٌذ ٍ پبش ٍ ثش اسبس پبساهتشّبی تؼییي ضذُ دس ّب، لایِخلا لشاس دادُ ضذُ است ٍ ثِ هٌظَس وبّص تبثغ وبس گسیل وٌٌذُ

( لجل ٍ SEMّب ثِ ووه تصبٍیش هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی )ًطبًذُ ضذُ است. هطخصبت ٌّذسی گسیل وٌٌذُ ّبی لجل ثش سٍی ًَنهشحلِ

ی گسیل هیذاى سا دس ُی پذیذثؼذ اص لایِ ًطبًی هَلیجذًیَم اسائِ ضذُ است. ًطبى دادُ ضذُ است وِ استفبدُ اص پَضص هَلیجذًیَهی اهىبى هطبّذُ

ّب دس فطبس ووتش اص ٍلتبط گسیل الىتشٍى-هیىشٍهتش فشاّن هی آٍسد. هٌحٌی جشیبى 1دس فَاصل ثیي آًذ ٍ وبتذ ثبلای  ٍلت ٍ 1000ٍلتبطّبی ووتش اص 

Torr7-10×3 ُگیشی ٍ سسن ضذُ است.اًذاص 
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Abstract 
Molybdenum (Mo) thin films are deposited using RF sputtering technique, and the effect of operational pressure and RF 

power on resistivity of the films are investigated. Point of minimum resistivity is determined, and is used to sputter a thin 

layer of Mo on top of a pre-fabricated, oxidation sharpened, silicon field emitter array (Si-FEA). Geometric and field 

emission properties of the arrays are investigated before and after deposition of 100nm Mo thin film. I-V characteristics of 

the FEAs are measured and presented. It is shown that the Mo-covered array shows better emission properties and lower turn-

on voltage (<190V), compared to the simple Si-FEA.  
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 مقدمٍ

تشیي ػٌصش ایّبی گسیل هیذاًی )ثِ ػٌَاى پبیِآسایِ

ّبی ثبلا الىتشًٍیه خلأ( ثِ دلیل لبثلیت تَلیذ چگبلی جشیبى

[، 1[ ٍ ّوچٌیي لبثلیت هجتوغ سبصی ]1دس ٍلتبطّبی پبییي ]

ّبیی ًظیش ًوبیطگشّبی گسیل وبسثشدّبی فشاٍاًی دس صهیٌِ

، لیتَگشافی ثبسیىِ [3[، لیضسّبی الىتشٍى آصاد ]2هیذاًی ]

ّبی هختلفی اص داسًذ. تبوٌَى آسایِ …[ ٍ 4ای ]الىتشًٍی آسایِ

سبختِ ضذُ اص  Spindtّبی هَاد گًَبگَى ًظیش آسایِ

ّبی سبختِ ضذُ [، آسای6ِّبی سیلیىبًی][، آسای5ِهَلیجذًیَم ]

[، آسایِ ّبی سبختِ ضذُ اص اوسیذ هس 7ّبی وشثٌی]اص ًبًَلَلِ

[ سبختِ ٍ اسائِ ضذُ اًذ. دس 9اص هَاد دیگش ] [ ٍ ثسیبسی8]

ّبی سیلیىبًی اص اّویت ثِ سضایی ی ایي هَاد آسایِهیبى ّوِ

ّب ثش خَسداس ّستٌذ. فشآیٌذ سبخت ایي دستِ اص آسایِ

داسد ٍ دس  CMOSّوخَاًی صیبدی ثب فشآیٌذّبی استبًذاسد 

دس ّبی هَسد استفبدُ ی  آًْب سبدُ ٍ سٍشًتیجِ هَاد اٍلیِ

ّبی هؼوَل ٍ داسای لبثلیت تىشاس ثبلا سبخت آًْب، سٍش

 ّستٌذ.

ػلی سغن هضایبی روش ضذُ، استفبدُ اص سیلیىبى ثِ جبی فلض دس 

ّبی ی الىتشًٍی ثبػث ثشٍص ثشخی وبستیسبختبس گسیل وٌٌذُ

گشدد. هْوتشیي ًمغِ ّبی هیراتی دس فشآیٌذ گسیل الىتشٍى

  َدى تَاًبیی گسیلّبی سیلیىبًی، ووتش ثضؼف آسایِ

ی ثب فلضاتی ًظیش ّب تَسظ سیلیىبى دس همبیسِالىتشٍى

تش ثَدى هَلیجذًیَم ٍ تٌگستي است. ػلاٍُ ثش ایي ثِ دلیل پبییي

سسبًبیی سیلیىبى دس همبیسِ ثب سبیش هَاد گسیل وٌٌذُ، افت 

ٍلتبط دس عَل گسیل وٌٌذُ ثیطتش ثَدُ ٍ دس ًتیجِ گسیل وٌٌذُ 

ای ایجبد هیذاى هَضؼی یىسبى دس هحل ّبی سیلیىبًی ثش

ّب ثِ ٍلتبط ثبلاتشی ًیبصهٌذًذ. ایي افضایص ٍلتبط گسیل الىتشٍى

احتوبل ثشٍص ضىست ٍ دس ًتیجِ خشاثی وبتذ سا دس 

وبسثشدّبیی وِ ثب خلأ هؼوَل سشٍ وبس داسًذ )ًظیش 

دّذ. ثٌبثشایي [( افضایص هی2ًوبیطگشّبی گسیل هیذاًی ]

بی داسای لبثلیت گسیل هٌبست ثشسٍی ّاستفبدُ اص پَضص

ّبی هؼوَل ّبی الىتشًٍی سیلیىبًی اص سٍشگسیل وٌٌذُ

آیذ افضایص سسبًبیی ٍ وبّص تبثغ وبس گسیل وٌٌذُ ثِ ضوبس هی

[10  ٍ11 .] 

ّبی هختلف لبثل استفبدُ، فلض هَلیجذًیَم ثِ اص هیبى پَضص

ی (، دهبی رٍة ٍ سختeV37/4دلیل داضتي تبثغ وبس ووتش )

[ ثیطتش اص سبیش فلضات هَسد تَجِ لشاس گشفتِ 12ًسجتبً صیبد ]

ّبی لایِ ًطبًی فلض هَلیجذًیَم ًیض سٍش است. اص هیبى سٍش

وٌذٍپبش ثِ دلایلی ًظیش سبدگی وٌتشل فشآیٌذ لایِ ًطبًی )ثِ 

، تىشاس پزیشی ثبلا، ی ًطبًذُ ضذُ(ػٌَاى هثبل ضخبهت لایِ

آلَدگی ثسیبس ون ثِ دلیل استفبدُ اص خلأ، چسجٌذگی هٌبست 

[ سٍش غبلت لایِ ًطبًی 13ی ًطبًذُ ضذُ ثِ سیلیىبى ]لایِ

ی ی گسیل وٌٌذُثِ ضوبس هی آیذ. ثب تَجِ ثِ وَچىی اًذاصُ

ی هَلیجذًیَم تشًٍی )دس حذ چٌذ ًبًَهتش( ضخبهت لایِالى

هَسد ًیبص ثبیذ ثسیبس وَچه ثبضذ. ضوي ایٌىِ سبخت گسیل 

ثبضذ. تحت ثش ٍ پیچیذُ هیی سیلیىبًی فشایٌذی صهبىوٌٌذُ

ایي ضشایظ تؼییي دلیك پبساهتشّبی فشایٌذ وٌذٍپبش جْت 

ذُ پیص ی هَلیجذًیَم ًطبًذُ ضسسیذى ثِ حذالل همبٍهت لایِ

ّبی اصلی، حبئض اّویت اص آغبص لایِ ًطبًی ثش سٍی ًوًَِ

خَاّذ ثَد. پیص اص ایي پبساهتشّبی هختلفی اص جولِ ٍلتبط 

ثش سٍی  …[ ٍ 16[، دهبی صیش لایِ ٍ فطبس ]15ٍ  14ثبیبس ]

همبٍهت ٍ ًشخ لایِ ًطبًی هَلیجذًیَم هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ 

ًی ثشسٍی ًَن ّبی تیض اًذ. ثب تَجِ ثِ حسبسیت لایِ ًطب

ی سیلیىبًی ٍ ٍاثستگی ضذیذ ویفیت گسیل ثِ پبساهتشّبی لایِ

ًطبًذُ ضذُ، یبفتي همذاس هٌبست پبساهتشّبی لبثل تٌظین دس 

 دستگبُ هَسد استفبدُ ثشای وٌذٍ پبش حبئض اّویت خَاّذ ثَد.

دس ایي همبلِ همذاس هٌبست پبساهتشّبی تَاى ٍ فطبس ػولیبتی 

سبخت  Z400پبش تَسظ دستگبُ وٌذ ٍ پبش  فشآیٌذ وٌذ ٍ

Leyboldِی داسای همبٍهت ون ، جْت ایجبد یه لای

ای ثب دلت تؼییي ضذُ ٍ هَلیجذًیَم عی آصهبیطی چٌذ هشحلِ

اثش پَضص هَلیجذًیَهی ثش سٍی تغییش تبثغ وبس ٍ همبٍهت 

گسیل هیذاًی سیلیىبًی تیض ضذُ ثب  سغح یه آسایِ

تیجِ تغییشات ایجبد ضذُ ثشسٍی [، ٍ دس 17ًاوسیذاسیَى ]

ٍلتبط گسیل هیذاى آى، هَسد ثشسسی لشاس -هٌحٌی جشیبى

 خَاّذ گشفت.
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   آسمایص
ٍیفش ی سیلیىبًی ثشسٍی ی آسایِی اٍلیِسبخت ًوًَِ

اًجبم ضذُ ( 100جْت وشیستبلی ) داسای ،nسیلیىبًی ًَع 

ای ثِ دلت عشاحی است. ایي آسایِ عی فشایٌذی چٌذ هشحلِ

( ٍیفش RCAٍ لبثل تىشاس ضبهل ضستطَی استبًذاسد )ضذُ 

[، صدایص 18] SC1  ٍSC2ّبی پیشاًب، دس هحلَل سیلیىبًی

، اوسیذاسیَى حشاستی HFاوسیذ راتی سغح ٍیفش دس هحلَل 

دسجِ دس هحیظ تخلیِ ضذُ تَسظ  1150هشعَة دس دهبی 

ًیتشٍطى، لیتَگشافی ًَسی اوسیذ )ضبهل هشاحل عشاحی ٍ 

هٌبست، ًطبًذى سصیست، پخت ٍ ًَسدّی( ، سبخت هبسه 

ی صدایص ضیویبیی اوسیذ حشاستی ٍ حزف ثبلی هبًذُ

سصیست، صدایص سغح سیلیىبى آصاد ضذُ تَسظ هحلَل 

KOH  ُثب غلظت هٌبست ٍ دس هحیظ داسای دهبی وٌتشل ضذ

ٍ دس ًْبیت یه هشحلِ تیض وشدى ًَن ّبی ایجبد ضذُ ثب 

ستی خطه دس هحیظ ٍ استفبدُ اص سٍش اوسیذاسیَى حشا

حزف ًْبیی توبهی اوسیذ ثبلی هبًذُ، سبختِ ضذُ است. ضىل 

تصَیش هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی یىی اص ًَن ّبی  1

دٍ ػذد  2ایجبد ضذُ سا لجل ٍ ثؼذ اص فشآیٌذ تیض وشدى ٍ ضىل 

ًَن سا  10000ای داسای ثیص اص ّبی هَجَد دس آسایِاص ًَن

 دّذ.ًوبیص هی

ییي همذاس هٌبست پبساهتشّبی اسبسی فشایٌذ ثِ هٌظَس تؼ

وٌذٍپبش هَسد استفبدُ پیص اص اًجبم لایِ ًطبًی ثش سٍی 

ًوًَِ ّبی اصلی، فشایٌذ وٌذٍپبش فلض هَلیجذًیَم ثِ عَس 

ی ضیطِ هجضا ٍ دس چٌذیي آصهبیص هختلف ثش سٍی صیش لایِ

ّبی حبصل اص ًظش همبٍهت ٍ تویض اًجبم گشفتِ است. ًوًَِ

ای ٍ سغح ثِ تشتیت ثِ ووه پشٍة چْبس ًمغِ ّوَاسی

هیىشٍسىَح ًیشٍی اتوی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ اًذ. ثِ 

ی فشآیٌذ وٌذٍپبش )ثِ هٌظَس هٌظَس تؼییي فطبس ٍ تَاى ثْیٌِ

سسیذى ثِ حذالل همبٍهت لایِ(، اثتذا لایِ ًطبًی دس چٌذیي 

 لی حذالفطبس هختلف ٍ دس تَاى ثبثت اًجبم گشفتِ ٍ ًمغِ

 ی هیٌیونهمبٍهت ثجت ضذُ است. سپس فطبس فشآیٌذ دس ًمغِ

 ی لجل ثبثت ًگِ داضتِ ضذُ ٍ ثب تغییش تَاى، همذاسهشحلِ

 ی پبساهتش تَاى ًیض تؼییي ضذُ است. ایي دٍ ًمغِ ثِ ػٌَاىثْیٌِ

  ّبی اصلیًطـبًی ثشسٍی ًوًَِپبساهتـشّبی هٌبست جْت لایِ

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ّبی سبختِ هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی یىی اص ًَنتصَیش  .1ضکل 

 ضذُ: ثبلا: لجل اص فشآیٌذ تیض وشدى، پبییي: پس اص فشآیٌذ تیض وشدى

ّبی هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی اص ثخطی اص آسایِتصَیش  .2ضکل 

 شدى.گسیل هیذاى اٍلیِ پس اص فشایٌذ تیض و
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 س توبهی هشاحل ثب دلت وٌتشل ٍ ثجت ضذُ است. ًطبًذُ ضذُ د

ّب ثِ پس اص عی توبهی هشاحل روش ضذُ، یىی اص ًوًَِ

گیشی گسیل هیذاى اص آى دس ی خلأ هٌتمل ضذُ ٍ اًذاصُهحفظِ

Torrفطبس ووتش اص 
ی اًجبم گشفتِ ٍ هطخصِ 3 ×7-10

ی هَسد ًظش ٍلتبط آسایِ ثجت گشدیذُ است. سپس ًوًَِ-جشیبى

ی وٌذٍپبش هٌتمل ضذُ ٍ ثِ  ووه سٍش وٌذٍپبش ظِثِ هحف

RF ُضخبهت هَسد ًیبص اص فلض هَلیجذًیَم ثش سٍی آى ًطبًذ ،

گیشی هجذد گسیل هیذاى اص ًوًَِ داسای ضذُ است. اًذاصُ

پَضص هَلیجذًیَم اثش ایي پَضص سا ثش گسیل هیذاى هطخص 

 ًوبیذهی

 وتایج ي بحث 

فشآیٌذ وٌذٍپبش سا ثشسٍی  اثش تغییشات فطبس ػولیبتی 3ضىل 

 RFّبی لایِ ًطبًی ضذُ دس تَاى ای ًوًَِهمبٍهت صفحِ

دّذ. هغبثك ثب ایي ضىل ٍات،  ًوبیص هی 84ثبثت ٍ ثشاثش 

افضایص فطبس ثبػث افضایص همبٍهت ضذُ ٍ دس ًتیجِ فطبس 

mbarهٌبست ثشای لایِ ًطبًی ثشاثش ثب 
گشدد. تؼییي هی 4×2-10

یص هیضاى رسات هَجَد دس هحیظ ٍ دس دلیل ایي پذیذُ افضا

ًتیجِ ثش خَسد ثیطتش رسات ثب سغح است وِ ثبػث افضایص 

ّب ًبّوَاسی سغح ٍ دس ًتیجِ افضایص هیضاى پشاوٌص الىتشٍى

 گشدد. هی

ّبی ثشسٍی همبٍهت ًوًَِتغییشات تَاى وٌذٍپبش سااثش 4ضىل

ثِ دلیل هحذٍدیت هَجَد دس دّذ. تْیِ ضذُ، ًوبیص هی

ّبی ثبلا، فطبس ػولیبتی سیستن وٌذٍپبش هَسد استفبدُ دس تَاى

mbarایي هشحلِ اص آصهبیص ثِ جبی 
2-10×4 ،mbar

2-10×6  
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دس ًظش گشفتِ ضذُ است. دس غیش ایي صَست افضایص تَاى 

ی ضىست ثِ جبی تطىیل پلاسوب دس فشایٌذ ثبػث ایجبد پذیذُ

 گشدد. هغبثك ثب ضىل افضایص تَاى ثبػث وبّصلایِ ًطبًی هی 

تَاى ثِ افضایص ًشخ لایِ همبٍهت ضذُ است. ایي پذیذُ سا هی

 ًطبًی دس اثش افضایص فطبس ًسجت داد.
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ًطبًی ثِ ی ایي هشاحل تَاى ٍ فطبس هٌبست ثشای لایِدس ًتیجِ

W150  ٍmbarتشتیت 
گشدد. لاصم ثِ روش تؼییي هی 6×2-10

دسجِ  35ی آصهبیطبت دس هبی صیشلایِ دس ولیِاست وِ د

  سبًتیگشاد ثبثت ًگبُ داضتِ ضذُ است.

-تصَیش هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی یىی اص ًَن 5ضىل 

-ّبی آسایِ سا لجل ٍ ثؼذ اص لایِ ًطبًی هَلیجذًیَم ًوبیص هی

ضَد، لایِ ًطبًی هَلیجذًیَم دّذ. ّوبًگًَِ وِ هطبّذُ هی

 nm40ثِ حذٍد  nm15ثبػث افضایص ضؼبع ًَن اص ووتش اص 

ضذُ است. لاصم ثِ روش است وِ ضخبهت سٌج تؼجیِ ضذُ دس 

سا  nm100دسٍى دستگبُ وٌذٍپبش دس ایي حبلت ضخبهت 

دّذ. تفبٍت هَجَد ثیي ی ًطبًذُ ضذُ ًوبیص هیثشای لایِ

ّبی ایي همذاس ٍ همذاس ٍالؼی ًطبًذُ ضذُ ثش سٍی سغح ًَن

ی ثب سغح ضخبهت آسایِ ثِ دلیل اًحٌبی صیبد ًَن دس همبیسِ

سٌج وَاستضی ٍ دس ًتیجِ ػذم ٍجَد اهىبى دس ًظش گشفتي آى 

. لاصم ثِ ثِ ػٌَاى یه سغح صبف ثشای وٌذٍپبش است

ّبی تیض سٍش یبدآٍسی است وِ وٌذٍپبش ثشای پَضبًذى پلِ ای ثش حست تغییشات فطبس وٌذٍپبش تغییشات همبٍهت صفحِ .3ضکل 

 ٍات. 84دس تَاى ثبثت 

ای ثش حست تغییشات تَاى هٌجغ هٌحٌی تغییشات همبٍهت صفحِ .4ضکل 

 .mbar2-10×6تغزیِ دس فطبس ثبثت 
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ی آیذ. ثذیي هؼٌب وِ ضخبهت لایِهٌبسجی ثِ حسبة ًوی

ّب اص ضحبهت لایِ دس سبیش ًمبط ووتش ًطبًذُ ضذُ دس لجِ

هوىي است دس ظبّش ًبهٌبست جلَُ  خَاّذ ثَد. ایي هسئلِ

هحل ًَن ػذم ًوبیذ. دس حبلیىِ ووتش ثَدى لغش لایِ دس 

تغییشات ثسیبس صیبد ضؼبع ًَن ثِ ًسجت ضؼبع اٍلیِ سا تضویي 

ًوبیذ. ایي هسئلِ وٌذٍپبش سا ثِ سٍش هٌبسجی ثشای ایجبد هی

ّبی ایي چٌیٌی ثشسٍی وبتذّبی گسیل هیذاًی هجذل پَضص

 هی سبصد.

لاصم ثِ روش است وِ دس پَضص دادى یه ًبًًََن گسیل  

ی خَد ثبػث وبّص بع ًَن ثِ ًَثِی هیذاى، افضایص ضؼوٌٌذُ

ضشیت افضایص هیذاى هَضؼی دس سغح گسیل وٌٌذُ ٍ دس 

-گشدد ٍ ثٌبثشایي ًبصن ثَدى لایًِتیجِ وبّص گسیل هیذاى هی

هٌحٌی جشیبى  6ضذُ حبئض اّویت خَاّذ ثَد. ضىل ی ًطبًذُ

ی داسای پَضص ٍ هؼوَلی سا ٍلتبط گسیل اص سغح دٍ آسایِ

ی ٍ آًذی اص جٌس لایِ μm1دٍ الىتشٍد ی ثیي ثشای فبصلِ

ی  ثیي آًذ ٍ دّذ. فبصلِایٌذین ًوبیص هی-ًبصن اوسیذ للغ

ی دلیك ٍ ثِ ووه وبتذ ثِ ووه یه سیستن تٌظین فبصلِ

هیىشٍسىَح ثب دلت تٌظین ضذُ است. ّوبًگًَِ وِ دس ضىل 

سغن افضایص ی هَلیجذًیَم ػلیضَد، استفبدُ اص لایِهطبّذُ هی

ّبی آسایِ ٍلتبط هَسد ًظش ثشای سسیذى ثِ جشیبى َنضؼبع ً

ثشاثشوبّص دادُ است. دلایل اصلی  4گیشی سا تب لبثل اًذاصُ

تَاى ثذیي ضشح ثیبى ًوَد. اٍلاً همبٍهت ایي ثْجَد گسیل سا هی

الىتشیىی ثبلای سیلیىبى ثبػث افت ٍلتبط دس هسیش صیش لایِ تب 

ثب وبّص همبٍهت  ًَن ضذُ ٍ دس ًتیجِ پَضص هَلیجذًیَهی

هسیش ػولاً هیذاى هَضؼی هؤثش سا افضایص دادُ ٍ ثبػث ثْجَد 

گشدد. ثبًیبً پَضص هَلیجذًیَهی ثبػث وبّص وبسوشد آسایِ هی

ی آى افضایص تبثغ وبس دس سغح گسیل وٌٌذُ ٍ دس ًتیجِ

 گشدد.ّب ٍ افضایص جشیبى گسیل هیصًی الىتشٍىاحتوبل تًَل

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ّب لجل )تصَیش ثبلا( هیىشٍسىَح الىتشًٍی سٍثطی ًَنتصَیش  .5ضکل 

 )تصَیش پبییي( طبًی فلض هَلیجذًیَمٍ ثؼذ اص لایِ ً

تبیی سیلیىبًی لجل )ًمغِ  100ی ٍلتبط آسایِ-ی جشیبىهطخصِ .6ضکل 

( اص لایِ ًطبًی فلض هَلیجذًیَم. پَضص ×ّبی چیي( ٍ ثؼذ )ػلاهت

 هَلیجذًیَم ثبػث ثْجَد وبسایی آسایِ ضذُ است.
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 گیشیًتیجِ

ثش سٍی  RFای ًبصن اص فلض هَلیجذًیَم ثِ ووه وٌذٍپبش لایِ

ی هٌحٌی ّبی ای اص ضیطِ ایجبد ضذُ ٍ ثب اسائِصیش لایِ

تغییشات همبٍهت ثش حست تغییشات فطبس ٍ تَاى وٌذٍپبش 

ًطبى دادُ ضذ وِ همبٍهت ایي لایِ دس ضشایغی وِ فطبس 

mbarػولیبتی وٌذٍپبش ثشاثش ثب 
ثشاثش ثب  RF ىٍ تَا 6×2-10

W150 سسذ. سپس گسیل هیذاى اص ثبضذ ثِ حذالل خَد هی

ای سیلیىبًی اص پیص سبختِ ضذُ لجل ٍ ثؼذ اص پَضطی آسایِ

گیشی ضذُ ٍ ًطبى دادُ ًبًَهتشی اص فلض هَلیجذًیَم اًذاصُ 100

ضذ وِ استفبدُ اص پَضص هَلیجذًیَهی اهىبى دستیبثی ثِ جشیبى 

μA87/1  آٍسدٍلت فشاّن هی 190سا دس ٍلتبط. 
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